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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、光学擾乱を用いて散乱した光を照明光として用い、その照明によって
得られるサンプルからの光学応答を取得し、解析することで、従来のレイリー限界
を突破する超解像顕微法の開発を目的としている。そのため擾乱を形成するための
試料の作製を行なった。

実験
Experimental

まずは、金属によるプラズモンを利用するためスパッタリングおよびアニーリング
装置を用い作製した。Sputter SHIBAURA CFS-4ESを用いて、さまざまな膜厚
のSiNの成膜を行った。加工条件は、0.8 Pa,  Ar : O2 = 25 sccm : 5 sccm,  RF
power 200 W, 15 minである。成膜した膜厚は、2000 nm x 2、1000 nm x
3、270 nm x 1、200 nm x 2、100 nm x 2である（図1）。形成した膜の膜厚
をStylus Profiler BRUKER DektakXTを用いて計測した。その結果の例を示す（図
２）。270 nmのSiCメンブレン上のSiNの約100 nmの膜が確認できた。次に形成
した膜をアニールし、ZnO膜をZn2SiO4に加工した。Lamp Annealerでアニールを
行った。加工条件は、1000 ℃、60分アニール。加熱と冷却率は50℃/分に設定した
（図3）。アニール後、膜をEDSで成分分析した。その結果、図４に示すよう
に、ZnOスパッタリングの膜部分にZnとO元素を確認した。

結果と考察
Results and Discussion

まずプラスモンに関しては、ナノ薄膜を形成可能であり、十分なサンプルを形成可
能であったため、今後本サンプルを用いた照明光の形成に取り組んでいる。また、
生物援用表面創生法についても、プラズマによって浸水性を高めることで、3次元
に自律形成的に表面構造の形成が認められたため、本技術をより高度化し、より自
由に表面形状を形成可能な方法論の確立を目指す。
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図 1 SiNメンブレン上ZnOの成膜
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Figures, Tables and

Equations 2

図 2 SiCメンブレン上約100 nmの膜の膜厚を触針段差計で測定した
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図 3 メンブレンのアニール：1000 ℃、60分アニール。加熱と冷却率は50℃/分に
設定した。
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図 4 EDS分析結果：ZnOスパッタリングの膜部分にZnとO元素を確認した。アニー
ル後スペクトルの変化を観測した。
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